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OEM:Valvo Diode BAX78 Datasheet

DATEN VORLAUFIGER MUSTER

AMDERUNGEN VORBEHALTEN
BAX 78

SILIZTUM-PLANAR-DIODE
filr achnelle Schalteranwendungen umd

Gatterschaltungen in Magnetkernspeichern

Mechanische Daten:

Gehuse: Allglas DO-T
Farbring: Katodenseite
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KEurzdaten:
Sperrspannung Up - mAX. 55V
Durchlafatrom, Mittelwert Ip ay = max. 300 mA
DurchlaBatrom, Scheitelwert Ip y = max. GO0 mA
Durchlabspannung bei lp = 1 miA Up 4 0,65 V
bei Ip = 500 mA Up 4 1,25 V

Sperrstrom bei Up = 55 V, §; = 25 °C P 100 nA
dperrverzligerungazeit
beim Schalten von Ip = 400 mA auf Up = 55 V ter & 20 ns
Sperrverzugsladung
beim Schalten von Ip = 10 mA auf Up = 5V Qg - 35 pAs
Eleinsignalkapazitlt
bei Up = 0, £ = 1 MHz c S 1,6 pF
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Absolute Grenzwerte:  (gliltig bis 85 )
Sperrspanfung: UR = max, DAV
Durchlafistrom, Mittelwert: IF AV = max. J00 m4
Durchlalistrom, Scheitelwert: IF M = max. GO0 md
Uberlastungs=Stromstof: ip gpop = WAX. 2 A ]}
Sperrachichttemperatur: X = max. 190 °(
Lagerungatenperatur: fig = min. =65 °C
ig = max. 200 °C
Whrmewideratlnde ;
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Binw H 0,40  grd/=W
Whrmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuse: Biw G i b, 13 grd mW
Hennwerte: [bei by = 25 ¢, sofern nicht anders angegeben)
Sperrstrom bei Ug = 55 V: Ig < 100 mA
bei Up = 55 V, 8y = 150 °C: In i 100 LA
H +
Durchbruchspannung bei lp = 5§ pA: U{HR} B = 1143 ¥
DurchlaBspannung bei Ip = 1 md: Up = g.ﬁ:...g,ﬁﬁ r
Iy = 10 ma: Up - 0,65...0,7h ¥
l: = 100 mai: EF = 0,85...0,95 V
Ip = 500 mA: Up = 1,0 «0s1,25 ¥
Sperrverzigerungszeit
beim Schalten von IF = 400 mA auf UH = 55 W ¢
mit B = 1,5 kil: L 20 na
Sperrverzugsladung
beim Schalten von Ip = 10 mA aul Uy = B ¥ <
mit R = 500 9 Qg 2 35 pis
Kleinsignalkapazitft bei Up = 0, [ = 1 MHz: r -3 1,6 pF
DurchlaBscheitelspannung bei Iy = 400 mA ¢ .
und t_ = 1080 ns: Up M = 1,5 W
i U 5 5,0 v
T.r = 20 ns: u 8,

1} max. Dader t = 1 ua
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